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Medio de ganancia conBombeo del medio de ganancia Medio de ganancia, con 
absorción selectiva del 
bombeo.

Bombeo del medio de ganancia, 
alto voltaje, corriente eléctrica, 
otro láser.
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elementos del láser.





Para láseres de basados en Cr: LiSAF podemos hacer:
1. Bombeo directo con diodos Láser
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2. Bombeo con cavidad bombeada por diodos Láser
Diode pump solid state laser (DPSS)Diode pump solid state laser, (DPSS)
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100% de energía acoplada al100% de energía acoplada al 
modo fundamental
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Cristales Vibrónicos con emisión de amplio espectro
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Emisión – Absorción para Absorción Emisión

Ti- Za
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Láser de onda continua CW sin control de modos
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Cavidades lineales y de anillo
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Transmision de Espejos de la cavidadEspejos para Cr:LiSAF, 

alta reflexión y ancho espectro

90
100

alta reflexión y ancho espectro

60
70
80

on
 %

40
50
60

ns
m

is
io

0,16
0,18
0,20

)

10
20
30

Tr
an

0 08
0,10
0,12
0,14
0,16

m
ita

nc
ia

 (%

0
10

500 700 900 11000,02
0,04
0,06
0,08

Tr
an

sm

500 700 900 1100
Longitud de Onda (nm)

0,00
,

750 800 850 900 950
Lomgitud de onda (nm)



Espejos para Ti-Za, alta reflexión y ancho espectro
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Acoplador CVI de 98%
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La longitud de la cavidad resonante 
determina la frecuencia de repeticióndetermina la frecuencia de repetición 

de los pulsos cortos
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Elementos  de diseño para un láser de pulsos 
ultracortos con aplicación en  metrología

Cavidad resonante corta 
(alta frecuencia de

Acoplamiento del haz de bombeo 
al modo fundamental del láser 

i id d l i ió d l

p g

(alta frecuencia de 
repetición).

intracavidad y en la posición del 
cristal

Diseño deDiseño de 
cavidad

Compensación de la 
dispersión chirped Localización de la posición del dispersión, chirped 
mirror o prismas de corta 
longitud, n ??

Cristal de acuerdo a la saturación de 
ganancia y a la sensibilidad del Kerr 
Lens
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1. Construcción de cavidades de anillo de corta longitud y alta
frecuencia de repetición (mayor a 500 MHz) usando cristalesfrecuencia de repetición (mayor a 500 MHz) usando cristales
cortos de TiZa.

2 C t i l l bt id di d l t ió d2. Caracterizar los pulsos obtenidos por medio de la construcción de
un autocorrelador con detector de diodo emisor de luz, LED.

3. Verificar la máxima estabilidad de los pulsos en láser de Cr:LiSAF
usando un láser de bombeo DPSS.

4. Posible incorporación de un medio no lineal dentro de la cavidad a
fin de realizar el Kerr lens en una posición diferente al del medio
de ganancia.de ganancia.

5. Una vez caracterizados los pulsos se iniciará la incorporación de
fibra micro estructurada a fin de obtener la expansión del espectrofibra micro estructurada a fin de obtener la expansión del espectro.



1. El bombeo por ambos extremos del cristal de Cr:LiSAF, causa
saturación de la ganancia, sobre todo cuando el acoplamiento no
es óptimo como en el caso del bombeo con DL’s.

2. Para el caso del Cr:LiSAF es adecuada la incorporación de unp
medio no lineal dentro de la cavidad a fin de realizar el Kerr lens
en una posición diferente al del medio de ganancia.

3. La longitud de onda de emisión de Cr:LiSAF es ideal para espejos
de penetración variable comerciales (chirp mirrors) por lo que sede penetración variable comerciales (chirp mirrors) por lo que se
deberan confirmar anchos de pulsos menores de 100 fs usando
chirp mirrors.

4. Las cavidades de alta frecuencia de repetición con Ti:Za y chirp
mirrors ha probado ser robustas siempre que sean usados

1cristales cortos (∼3 mm) y de alta absorción (5 cm-1)
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